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この製品のデータシートに間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。 
この正誤表は、2010 年 2 月 9 日現在、アナログ・デバイセズ株式会社で確認した誤りを記

したものです。 
なお、英語のデータシート改版時に、これらの誤りが訂正される場合があります。 
 
正誤表作成年月日： 2010 年 2 月 9 日 
製品名：AD8203 
対象となるデータシートのリビジョン(Rev)：Rev.B 
訂正箇所： 
1） P12「動作原理」 
誤）The source resistance seen by the inverting input of A2 is approximately 100 kΩ to 
minimize the effects of the input bias current of A2. 
正）A2 の非反転入力から見た信号源の抵抗値は約 100 kΩ であり、これにより A2 の入力

バイアス電流の影響を最小限にしてます。 
 
2）P14「アプリケーション」低電流の検出 
誤）Adding a resistor of equal value on the low impedance side of the input corrects this 
error. 
正）このような誤差は、アンプの非反転入力側にも同等の値の抵抗を追加すると補正でき

ます。 
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特長 
広い同相入力電圧範囲： 
−6～+30 V（5 V 電源電圧時） 
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動作温度範囲：−40～+125°C 
電源電圧範囲：3.5～12 V 
ローパス・フィルタ（1 極または 2 極） 
優れた AC/DC 性能 

電圧オフセット：±1 mV（8 ピン SOIC） 
ゲイン・ドリフト：±1 ppm/°C（typ） 
CMRR：80 dB（min）、DC～10 kHz 時 

アプリケーション 
トランスミッション制御 
ディーゼル噴射制御 
エンジン管理 
アダプティブ・サスペンション制御 
車両ダイナミックス制御 

概要 

機能ブロック図 

AD8203 は、高い同相電圧（CMV）が存在する環境で、微小の差

動電圧を増幅し、ローパス・フィルタでフィルタリングするため

の単電源ディファレンス・アンプです。入力 CMV 範囲は、標準

的な 5 V 電源電圧で−6～+30 V です。 

AD8203 はパッケージ品とともにチップでも供給可能です。

MSOP/SOIC パッケージは−40～+125°C の広い温度範囲で仕様が

規定されておりますが、チップはさらに広い温度範囲の−40～
+150°C で仕様が規定されているので、AD8203 は各種の車載用ア

プリケーションに最適です。  

車載用には、システム制御の性能をより高めるために高精度の部

品が必要です。AD8203 は、優れた AC/DC 特性を提供し、システ

ム誤差を最小限にします。SOICパッケージ品のオフセット・ドリ

フトは 0.3 µV/°C typ、ゲイン・ドリフトは 1 ppm/°C typです。MSOP
パッケージ品オフセット・ドリフトは 2 μV/°C typ、ゲイン・ドリ

フトは 1 ppm/°C typです。また、DCから 10 kHzまでの CMRRは

80 dB（min）です。 

またAD8203のプリアンプA1の出力は内部で 100 kΩ抵抗に接続

され出力ピンに出ているので、その出力を利用して、ローパス・

フィルタを形成したり、14 以外のゲイン設定に利用できます。 
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図 1. 機能ブロック図 
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図 2. ハイライン電流センサー 
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図 3. ローライン電流センサー 
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仕様 
単電源 
特に指定のない限り、TA = 動作温度範囲、VS = 5 V。 

表 1.  

  AD8203 SOIC AD8203 MSOP AD8203 Die  
Parameter Conditions Min Typ Max Min  Typ Max Min Typ  Max Unit 
SYSTEM GAIN            

Initial   14   14   14  V/V 
Error 0.02 ≤ VOUT ≤ 4.8 V dc @ 25°C −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 % 
vs. Temperature   1 20  1 25  1 30 ppm/°C

VOLTAGE OFFSET            
Input Offset (RTI) VCM = 0.15 V; 25°C −1  +1 −2  +2 −1  +1 mV 
vs. Temperature −40°C to +125°C −10 +0.3 +10 −20 +2 +20 −10 +0.3 +10 µV/°C 

 −40°C to +150°C       −15 +5 +15 µV/°C 
INPUT            

Input Impedance            
Differential  260 320 380 260 320 380 260 320 380 kΩ 
Common Mode  130 160 190 130 160 190 130 160 190 kΩ 

CMV Continuous −6  +30 −6  +30 −6  +30 V 
CMRR1

 VCM = −6 V to +30 V           
 f = dc 82   82   82   dB 
 f = 1 kHz 82   82   82   dB 

 f = 10 kHz2
 80   80   80   dB 

PREAMPLIFIER            
Gain   7   7   7  V/V 
Gain Error  −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 % 
Output Voltage Range  0.02  4.8 0.02  4.8 0.02  4.8 V 
Output Resistance  97 100 103 97 100 103 97 100 103 kΩ 

OUTPUT BUFFER            
Gain   2   2   2  V/V 
Gain Error 0.02 ≤ VOUT ≤ 4.8 V dc −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 −0.3  +0.3 % 
Output Voltage Range  0.02  4.8 0.02  4.8 0.02  4.8 V 
Input Bias Current   40   40   40  nA 
Output Resistance   2   2   2  Ω 

DYNAMIC RESPONSE            
System Bandwidth VIN = 0.01 V p-p, VOUT = 0.14 V p-p 40 60  40 60  40 60  kHz 
Slew Rate VIN = 0.28 V, VOUT = 4 V step  0.33   0.33   0.33  V/µs 

NOISE            
0.1 Hz to 10 Hz   10   10   10  µV p-p
Spectral Density, 1 kHz 
(RTI) 

  300   300   300  nV/√Hz

POWER SUPPLY            
Operating Range  3.5  12 3.5  12 3.5  12 V 
Quiescent Current vs. 

Temperature 
VO = 0.1 V dc  0.25 1.0  0.25 1.0  0.25 1.0 mA 

PSRR VS = 3.5 V to 12 V 75 83  75 83  75 83  dB 
TEMPERATURE RANGE            

For Specified Performance  −40  +125 −40  +125 −40  +150 °C 
 
1 信号源の不平衡<2 Ω。 
2 AD8203 プリアンプは、10 kHz で CMRR が 80 dB 以上あります。ただし、信号は 100 kΩ抵抗を経由してのみ得られるため、1 番ピン、8 番ピン間および 3 番ピン、4
番ピン間のごく微小のピン間容量でも、大きく減衰されたプリアンプ出力の同相電圧信号より大きな入力同相信号を結合してしまいます。この場合ノード 3 にフィル

タ用コンデンサを接続すれば、ほとんどのアプリケーションでピン間結合の影響を無視できる程度になります。  
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絶対最大定格 
 表 2. 

Parameter Rating 
Supply Voltage 12.5 V 
Transient Input Voltage (400 ms) 44 V 
Continuous Input Voltage (Common Mode) 35 V 
Reversed Supply Voltage Protection 0.3 V 
Operating Temperature Range  

Die −40°C to +150°C 
SOIC −40°C to +125°C 
MSOP −40°C to +125°C 

Storage Temperature −65°C to +150°C 
Output Short-Circuit Duration Indefinite 
Lead Temperature Range (Soldering 10 sec) 300°C 

左記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに

恒久的な損傷を与える可能性があります。この定格はストレス

についてのみを規定するものです；デバイスの動作機能につい

てはこの定格あるいはこの仕様の動作部分に記載する規定値

以上のいかなる条件についても定めたものではありません。デ

バイスを長時間絶対最大定格の状態に置くと、デバイスの信頼

性に影響を与えることがあります。 

 
 
 

ESDに関する注意 
ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。人体や試験機器には 4,000V もの高圧の静電気が容易に蓄

積され、検知されないまま放電されることがあります。本製品は当社独自の ESD 保護回路を内蔵してはいま

すが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、回復不能の損傷を生じる可能性があります。したがっ

て、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。  
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ピン配置と機能の説明 

–IN 1

GND 2

A1 3

A2 4

+IN8

NC
7 +VS

6

OUT5

NC = NO CONNECT

AD8203
TOP VIEW

(Not to Scale)

05
01

3-
00

4

 
図 4. ピン配置 

  
  

表 3. ピン機能の説明 

Pin No. Mnemonic X Y 
1 −IN −409.0 −205.2 
2 GND −244.6 −413.0 
3 A1 +229.4 −413.0 
4 A2 +410.0 −308.6 
5 OUT +410.0 +272.4 
6 NC NA NA 
7 +VS +121.0 +417.0 
8 +IN −409.0 +205.2 
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図 5. メタライゼーション写真 
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代表的な性能特性 
特に指定のない限り、TA = 25°C、VS = 5 V、VCM = 0 V、RL = 10 kΩ。 
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図 6. 周波数 対 電源電圧変動除去比 
（−6～+30 V の同相電圧範囲） 
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図 7. 帯域幅 
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図 8. 周波数 対 同相ノイズ除去比 
（−6～+30 V の同相電圧範囲） 
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図 9.  電源電圧 対 負の同相電圧  
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図 10.  電源電圧 対 正の同相電圧 
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図 11. 負荷抵抗 対 出力振幅 
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図 12. 電源電圧 対 負電源側出力電圧スイング限界 
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図 13. パルス応答 
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図 14. 同相電圧 対 VOS 
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図 15. CMRR の分布（温度 = 25°C） 
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図 16. オフセット・ドリフトの分布 
（MSOP、温度範囲 = +25～−40°C） 
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図 17. オフセット・ドリフトの分布 
（MSOP、温度範囲 = 25～85°C） 



 AD8203 
 

Rev. B  － 8/17 － 
 

7

6

5

4

3

2

H
IT

S

8

9

1

0 05
01

3-
02

7

–3
0

–2
6

–2
2

–1
8

–1
4

–1
0 –6 –2 2 6 10 14 18 22 26 30

VOS DRIFT (μV/°C)

–2
8

–2
4

–2
0

–1
6

–1
2 –8 –4 0 282420161284

VSUPPLY = 5V
TEMPERATURE RANGE =
25°C TO 125°C

 

図 18. VOSドリフトの分布（MSOP、温度範囲 = 25～125°C） 
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図 19. VOSの分布（MSOP、温度 = 25°C） 
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図 20. VOSの分布（MSOP、温度 = 125°C） 
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図 21. VOSの分布（MSOP、温度 = −40°C）  
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図 22. MSOP のゲイン精度（温度 = 25°C） 
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図 23. MSOP のゲイン精度（温度 = 125°C） 
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図 24. MSOP のゲイン精度（温度 = −40°C） 
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図 25. ゲイン・ドリフトの分布 
（温度範囲 = +25～−40°C） 
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図 26. ゲイン・ドリフトの分布 
（MSOP、温度範囲 = 25～85°C） 

18

0

H
IT

S

05
01

3-
03

8

–9

GAIN DRIFT (ppm/°C)

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PACKAGE = MSOP
VSUPPLY = 5V
TEMPERATURE RANGE =
25°C TO 125°C

16

14

12

10

8

6

4

2

 

図 27. ゲイン・ドリフトの分布 
（MSOP、温度範囲 = 25～125°C） 
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図 28. VOS の分布（SOIC、温度 = 25°C） 

9

0

H
IT

S

05
01

3-
04

0

–2
00

0

VOS (μV)–1
80

0
–1

60
0

–1
40

0
–1

20
0

–1
00

0
–8

00
–6

00
–4

00
–2

00 0
20

0
40

0
60

0
80

0
10

00
12

00
14

00
16

00
18

00
20

00

8

7

6

5

4

3

2

1

PACKAGE = SOIC @ 125°C

 

図 29. VOS の分布（SOIC、温度 = 125°C） 
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図 30. VOS の分布（SOIC、温度 = −40°C） 
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図 31. オフセット・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = +25～−40°C） 
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図 32. オフセット・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = 25～85°C） 
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図 33. オフセット・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = +25～125°C） 
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図 34. ゲイン精度（SOIC、温度 = 25°C） 
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図 35. ゲイン精度（SOIC、温度 = 125°C） 
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図 36. ゲイン精度（SOIC、温度 = −40°C） 
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図 37. ゲイン・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = +25～−40°C） 
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図 38. ゲイン・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = 25～85°C） 
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図 39. ゲイン・ドリフトの分布 
（SOIC、温度範囲 = 25～125°C） 
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動作原理 
AD8203 は、図 40 に示すようにプリアンプとバッファで構成さ

れています。同名の抵抗は、抵抗値が同じです。 
も負の電圧が含まれるようになります。アンプ A3 は、A1 に印

加された同相信号を検知し、マッチングした RCM抵抗の電圧を

調整して A1 入力の同相電圧範囲を低減します。これらの抵抗

の同相電圧を調整することで、入力の同相電圧範囲が拡張する

と同時に、ノーマル・モード信号の減衰が抑制され、入力特性

が向上します。 

プリアンプにはダイナミックブリッジ（差動）回路が組み込ま

れております。RA、RB、RC、RGからなる 2 つの同一の抵抗ネッ

トワーク（陰影をつけた部分）により 1 番ピンと 8 番ピンから

供給される入力信号が減衰されます。ここで、1 番ピンと 8 番

ピンに同じ振幅の信号が印加され、A1 の出力が共通電位（つ

まりゼロ）に等しいと、2組の減衰器がバランスのとれたブリッ

ジ回路になります。ブリッジ回路がバランスとれてると、A1
の差動入力電圧、そしてその出力もゼロになります。 

A1 から得られたダイナミックブリッジの出力は、100 kΩの直

列抵抗（ローパス・フィルタ処理とゲイン調整用）を経由して

3 番ピンに出力されます。プリアンプの入力抵抗とバッファ帰

還抵抗は、高精度を得るためにそれぞれ抵抗比がトリミングさ

れています。 2つの入力に印加されたどのような値の同相電圧でもブリッジ

のバランスを保ち、A1 出力をゼロに維持します。抵抗ネット

ワークのマッチングが高精度に行われているため、同相信号除

去は非常に高くほぼ理想的な状態になってます。 

プリアンプの出力は、注意深くマッチングされた帰還抵抗 RF

が搭載されたゲイン 2 のバッファ・アンプ A2 を駆動します。 

AD8203 はアンプ 2 段の回路構成になっているので、出力バッ

ファの前にローパス・フィルタを組み込むことができます。全

体のゲインを 2 段に分離したことで、プリアンプから来るフル

スケールのレール to レール信号を 3 番ピンでフィルタ処理し、

その結果得られたハーフスケール信号を出力バッファ・アンプ

によって再びフルスケールに戻すことができます。A2 の非反

転入力から見た信号源の抵抗値は約 100 kΩであり、これによ

り A2の入力バイアス電流の影響を最小限にしてます。ただし、

この電流はきわめて小さいので、抵抗値のミスマッチによる誤

差も、それに応じて小さくなります。 

しかし、2つの入力に印加される信号が異なると、A1の入力で

の電圧も違ってきます。この場合 A1は RG 経由のフィードバッ

ク・ループにより、反転入力電圧が非反転入力電圧と一致する

まで、その出力電圧をコントロールします。 

1 番ピンと 8 番ピンの電圧を減衰させることにより、1 番ピン

と 8 番ピンの入力レベルが電源電圧を超えたり、コモン（グラ

ウンド）より低下しても、アンプの入力電圧は電源電圧の範囲

内に保たれます。また入力抵抗ネットワークにより、ノーマル

（差動）モードの電圧も減衰します。RC と RG で構成する減衰

器が、A1 の大きい出力信号と小さな差動入力との間のバラン

スがとれるように、フィードバックのスケールを決めてます。

抵抗の比によってプリアンプのゲインは 7 に設定されてます。 

A2 の入力バイアス電流の値は 40 nA（typ）ですが、この値は

条件によって増加することがあります。たとえば、A2 アンプ

への入力信号が VCC/2 の場合、ゲインは 2 なので出力は VCCに

なろうとしますが、出力は飽和してしまいます。なぜならアン

プが正常動作するための最大保証出力電圧は VCCを 200 mV 下

回るためです。さらにこのような条件下では、総入力バイアス

電流が増加します（詳細は図 41 を参照）。 

差動入力信号は減衰されてから増幅されて、全体でゲイン 7 に

なるため、アンプ A1 は大きなノイズ・ゲインで動作し、1 番

ピンと 8 番ピンを基準にした入力オフセット電圧やノイズな

どの誤差も逓倍されます。 
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図 40. 簡略回路図 
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 このような誤差を最小限に抑えつつ同相電圧範囲を拡張す

るため、専用の帰還ループを採用して、規定の全入力範囲に

ついて、A1 に印加される同相電圧を低減します。補償回路

に印加される電圧の範囲をオフセットすることで、入力の同

相電圧範囲もオフセットされ、同相電圧範囲に電源電圧より 

図 41. A2入力バイアス電流と入力電圧および温度の関係。

濃い色の部分は−40～+125°C のバイアス電流です。 

A1 の出力飽和電圧に加えて、A2 バイアス電流の増加は、

AD8203 システム（3 番ピンと 4 番ピンを短絡）の出力電圧に

直接影響を及ぼします。すべての変数を考慮した AD8203 
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の正しい出力電圧振幅を計算する方法を一例として以下に挙

げます。 

• アンプ A1 の出力飽和電圧は、その出力において 20 mV ま

で低下する可能性があります。 

• A2の入力バイアス電流 40 nA（typ）にプリアンプの出力抵

抗 100 kΩを乗算した、下記の電圧を生じます。 

40 nA × 100 kΩ = 4 mV（A2 入力にて） 

• A2 入力での総入力電圧は、A1 の出力飽和電圧に、入力バ

イアス電流によって生じた電圧誤差を加算した値になり

ます。 

20 mV + 4 mV = 24 mV 

• A2 の入力における総誤差 24 mV にバッファのゲインが 2
なのでそれを乗算すると、バッファの出力側での誤差は

48 mV になります。つまり AD8203 の下の出力飽和電圧は

48 mV です。 

• AD8203 の上の出力電圧範囲は最大 4.8 V と規定されてい

ます。したがって、標準的な A2 入力バイアス電流を考慮

すると、AD8203 の出力電圧範囲は 48 mV～4.8 V になり

ます。 

A2 入力バイアス電流の変化と印加された入力電圧との関係に

ついては、図 41 の例を参照してください。バイアス電流の変

化によって、バッファ・アンプの入力の誤差電圧が変化します。

その結果、バッファ・アンプの出力における全体の誤差電圧も

変化します。 
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アプリケーション 
AD8203 ディファレンス・アンプは、大きい同相電圧のある環

境下で小さい差動信号を増幅しなければならないアプリケー

ション向けに設計されました。入力抵抗の公称値は 320 kΩで

あり、AD8203 は、電源電圧よりも高く、またグラウンドより

も低い同相電圧を印加することが可能です。オープン・コレク

タの出力段は、グラウンドの上 20 mV 以内までおよび VSの下

200 mV 以内まで電流を供給します。 

電流の検出 
ハイライン、高電流の検出 
図 2 と図 3 に、AD8203 の広い同相電圧範囲特性を利用した基

本的な車載用アプリケーション例を示します。図 2 は、AD8203
を一次側バッテリ電源回路のセンサー・アンプとして使用した

場合です。図 3 は、AD8203 がシステム・グラウンド以下の電

圧に十分対応できる例を示します。 

低電流の検出 
AD8203は、また図 42に示すように 4～20 mA電流ループのよ

うな低電流検出回路にも使用されます。このようなアプリケー

ションで、比較的大きいシャント抵抗を使用してしまうと、同

相ノイズ除去比が低下することがあります。このような誤差は、

アンプの非反転入力側にも同等の値の抵抗を追加すると補正

できます。 
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図 42. 4～20 mA の電流ループ・レシーバ 
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図 43. 14 未満のゲインのための調整 

この方法を用いてゲインを変化させても、全体の帯域幅には影

響がありませんが、バッファ入力でのソース抵抗のミスマッチ

により、小さいオフセット電圧が生じることがあります。通常

これは無視できる値ですが、必要であれば、100 kΩから REXT

と 100 kΩの並列和の値を引いた値の抵抗を 4 番ピンに直列に

挿入することでゼロにできます。たとえば、REXT = 100 kΩ の
場合、合計×7 のゲインになるため、追加のオフセット・ゼロ

調整用抵抗は 50 kΩになります。 

14 を上回るゲイン 
図 44 に示すように、バッファ・アンプの出力からその非反転

入力の間に抵抗を接続すると、ゲインが増加します。この場合、

ゲインは REXT/(REXT − 100 kΩ)倍になります。たとえば、REXT = 
200 kΩ の場合、ゲインは 2 倍になります。このようにして、

全ゲインを 50 までにすることができます。なお、高ゲインに

なると、ゲイン精度は抵抗値に大きく依存してきます。また、

1 番ピンと 8 番ピンにおける実効入力オフセット電圧（A1 の実

際のオフセットの約 6 倍）により、高ゲイン、DC 結合回路の

アプリケーションでの使用は制限されます。 
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ゲイン調整 
プリアンプとバッファのデフォルト・ゲインはそれぞれ×7 と

×2 であるため、合計×14 のゲインが得られます。外部抵抗また

はトリマーを追加すれば、ゲインをさらに低くしたり、高くし

たり、または細かく調整することが可能です。 

14 未満のゲイン 
図 44. 14 を上回るゲインのための調整 

図 43 に示すように、プリアンプの出力抵抗は 100 kΩであるた

め、3番ピンと 4番ピンと GNDの間に外部抵抗を接続すると、

ゲインはファクターREXT/(100 kΩ + REXT)に減少します。 
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AD8203 の特徴を利用することにより、いくつかの方法でロー

パス・フィルタを形成することができます。一番簡単な方法は、

図 46 に示すように、3 番ピン、4 番ピンをショートして、A1
出力と A2 を内部の 100 kΩを通して接続し、さらにその点と

グラウンドの間にコンデンサを接続して単極フィルタ（20 dB/
ディケード）を形成するやり方です。ゲインを低下させるため

にコンデンサの両端に抵抗を追加すると、コーナー周波数が増

加します。これは、追加した抵抗と 100 kΩの並列和を用いて

計算できます。 

可変抵抗を利用したゲイン調整 
図 45に、トリム・ポテンショメータと外部抵抗REXTを用いる

インクリメンタル・ゲイン・トリミングの方法を示します。 

小さいゲインの範囲では、次の近似式を利用できます。 

ΔG ≈ (10 MΩ/REXT)% 

これにより、調整範囲は、REXT = 5 MΩで±2%、REXT = 1 MΩで

±10%、のように計算できます。 
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図 45. インクリメンタル・ゲイン・トリム 
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図 46. 内部 100 kΩ抵抗を使用した単極ローパス・フィルタ 

回路内部のスケールオーバーに関する留意点 図 44 に示すように、抵抗を用いてゲインを増加させると、コー

ナー周波数はゲインの増加と同じ割合で低下します。たとえば

200 kΩ の抵抗（これに対してゲインは 2 倍になります）を用

いると、コーナー周波数は 0.796 Hz µF（20 Hz コーナー周波数

では 0.039 µF）になります。 

ゲインを 14 以外の値に設定する場合は電源電圧とグラウンド

に対して入力可能な最大入力電圧を確認する必要があります。

なぜなら入力電圧が大きくなるとプリアンプ、またはバッファ

の出力がフルスケール値（約 Vs － 0.2V）に達してしまうから

です。全体ゲインが 7 以下の場合は、×7 の固定ゲインを持つ

プリアンプが出力バッファより前にそのフルスケール出力に

達するため、AD8203 の入力範囲は(VS − 0.2)/7 以下に制限され

ます。ゲインが 7 以上の場合は、バッファ出力の振幅が最初に

フルスケールに達するため、AD8203 の入力範囲は(VS − 0.2)/G
以下に制限されます（G は全ゲイン）。 
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ローパス・フィルタ処理 
多くのトランスデューサ回路では、フィルタによって、ノイズ

などの不要な高周波成分を除去したり、ピーク対平均比（PAR）
が１より大きな値を持つ変動信号の平均値を抽出したりする

必要があります。たとえば、全波整流された正弦波の PAR は

1.57、コサイン 2 乗波の PAR は 2、半波正弦波の PAR は 3.14
です。大きいスパイクがある信号では、PAR が 10 以上になる

ことがあります。 
図 47. 2 極ローパス・フィルタ 

図 47に示す接続によって、40 dB/ディケードのロールオフを持

つ 2極フィルタを形成できます。これは、×2アンプをベースに

した Sallen-Key 型フィルタです。コーナー周波数 f2を持つ 2 極

フィルタとコーナー周波数 f1の単極フィルタは、周波数（f2

フィルタを使用するときには、AD8203 プリアンプ（A1）の出

力がA2に入力する前にクリップしないようにPARの大きさに

注意する必要があります。さもないと、信号の非直線的な部分

が平均化され、出力の誤差として現れます。このような誤差を

防止するには、両方のアンプを同時にクリップさせることです。

この条件は、PAR が 2 段目のアンプのゲイン（デフォルト設定

では 2）を上回らない場合に満たされます。たとえば、5 の PAR
が想定される場合、A2のゲインを5に増やす必要があります。 

2/f1）

において同じ減衰量を持つということを覚えておくと便利です。

その周波数での減衰量は、図 48に示すように 40 log (f2/f1)になり

ます。標準の抵抗値との 2つの同等の値のコンデンサ（図 47を
参照）を使用すれば、コーナー周波数は簡単に 1 Hz µF（20 Hz
コーナー周波数では 0.05 µF）にスケーリングすることができま

す。抵抗を 196 kΩまで低くすると最大限にフラットな応答が得

られ、スケーリングは 1.145 Hz µFになります。出力オフセット

は約 5 mV（入力ピンでの 250 µVに相当）増加します。 
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図 48. 1 極および 2 極のローパス・フィルタの応答の比較  

LPFとゲイン調整によるハイライン電流検出 
図 49は図 2 のもう 1 つの改良例であり、ゲイン調整とローパ

ス・フィルタが含まれています。 
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図 49. ハイライン電流センサーのインターフェース

（ゲイン =  ×40、単極ローパス・フィルタ） 

電源のパワートランジスタは負荷電流を ON、OFF して制御し

ます。平均電流は入力パルスのデューティ・サイクルに比例し、

小さな値の抵抗によって検出されます。シャント抵抗の両端に

生じる平均差動電圧は標準的には 100 mV ですが、そのピーク

値は、負荷のインダクタンスの大きさと制御周波数の高さによ

りさらに大きくなります。これに対し、同相電圧は、グラウン

ドより約 1 V 高い電圧（スイッチングトランジスタ ON 時）か

らバッテリ電圧より約 1.5 V 高い電圧（スイッチングトランジ

スタ OFF 時）まで変化します。クランピング・ダイオードが

導通することによって、デバイスに加わる同相電圧が抑制され

ます。たとえば、20 V のバッテリ・スパイクがあった場合、

デバイスの入力に加わる同相電位は 21.5 V 程度になるでしょ

う。 

4 V のフルスケール出力を作るにはゲインを×40 に設定し、

シャント抵抗電圧のバラツキを調整するために±5%程度調整

可能にします。この場合十分なヘッドルームがあるため、10%

のオーバーレンジ（4.4 V まで）まで対応できます。検出抵抗

の両端に加わるほぼ三角波の電圧は、図 49 に示す 1 極ローパ

ス・フィルタによって平均化されます。このフィルタは、コー

ナー周波数 3.6Hz に設定されてるので 100 Hz での減衰率は約

30 dB になります。図 50 に示すように fC = 20 Hz の 2 極フィル

タを使用すると、さらに高い減衰率が得られます。この回路で

は 2 つのコンデンサを使用しますが、合計の容量は 1 極フィル

タの場合の半分以下です。 
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図 50. 2 極ローパス・フィルタ 

電荷再配分式ADCの駆動 
一般的なマイクロコントローラに組み込まれているような

CMOS ADC を駆動する場合、電荷注入（ΔQ）によって AD8203
の出力電圧に大きな波形歪みが生じることがあります。一般的

には短時間のものですが、AD8203 のオープン・ループ出力イ

ンピーダンスが比較的高い（21 kΩ）ために、この波形歪みが

ADC のサンプル期間が終わるまで続くことがあります。この

場合出力に RC 回路を接続することで、この影響をかなり低減

することができます。コンデンサは過渡電荷を吸収し、AD8203
の高周波出力インピーダンスを低下させるのに効果がありま

す。この場合図 51 に示すように、出力信号は RLAGと CLAGの

接続点から取り出します。 

ADC からの変動が小さくなるので、AD8203 の出力インピーダ

ンスが低く見えます。したがって、過渡応答の時定数は、2つの

遅延用部品の積（CLAG × RLAG）に支配されます。図 51に示す値

の場合、この時定数は約 10 µsに設定されます。したがって、数

十マイクロ秒以上でサンプリングを行う場合、電荷の蓄積は無

視することができます。 
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図 51. CMOS A/D を駆動するための推奨回路 
 



 AD8203 
 

Rev. B  － 17/17 － 
 

COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA

外形寸法 

0.80
0.60
0.40

8°
0°

4

8

1

5

3.20
3.00
2.80

PIN 1
0.65 BSC

SEATING
PLANE

0.38
0.22

1.10 MAX

COPLANARITY
0.10

0.23
0.08

3.20
3.00
2.80

5.15
4.90
4.65

0.15
0.00

0.95
0.85
0.75

 

図 52.  8 ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ 
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図 53. 8 ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ 

［SOIC_N］ 
ナロー・ボディ 

（R-8） 
寸法単位：mm（インチ） 

オーダー・ガイド 
Model Temperature Package Package Description Package Outline Branding 
AD8203YRMZ1

 −40°C to +125°C 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP] RM-8 JXA 
AD8203YRMZ-RL1

 −40°C to +125°C 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP] RM-8 JXA 
AD8203YRMZ-R71

 −40°C to +125°C 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP] RM-8 JXA 
AD8203YRZ1

 −40°C to +125°C 8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC_N] R-8  
AD8203YRZ-RL1

 −40°C to +125°C 8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC_N] R-8  
AD8203YRZ-R71

 −40°C to +125°C 8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC_N] R-8  
AD8203YCSURF  Die   
 
1 Z = 鉛フリー製品。 
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